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大面積グラフェンデバイスの作製 

Fabrication of large area Graphene device 
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【はじめに】グラフェンの高移動度を利用したデバイスの開発が活発化してきている。工業的利
用のためには大面積基板のデバイスが必要である。本研究ではフォトリソグラフィーによるグラ
フェンパターンの形成と金蒸着による電極形成を行いグラフェン FETを作製した。作製した FET
デバイスについて IV測定により動作を確認した。CVD合成単層グラフェンの 4inch大面積デバ
イスの作製に成功した。 
 

【実験】4inch酸化膜シリコン基板上にPMMAを利用してCVD合成単層グラフェンを転写した。
フォトリソグラフィーにより転写した基板のデバイス加工を行った。まず、マスクレス露光装置
でグラフェンパターン形成を行った。続いて、真空蒸着装置で金の蒸着を行い電極形成すること
でバックゲート型グラフェン FETを得た。作製した FETデバイスについて、大気下、ドレイン電
圧 100mVとして、ゲート-ソース間に-10～60V掃引した時の IV特性を van der pauw法で測定した。 
 

【結果および考察】図 1に作製したデバイスの外観を示した。約 10㎜サイズのチップが 61個含
まれている。図 2 には電気測定(デバイスサイズ□200μm)を行った結果を示した。ゲート電圧に
よるドレイン電流の変調が確認できた。また、作製した FETは 40V付近にディラックポイントを
持ち両極性を示した。水分などの吸着物によりディラックポイントは大きいが、今後デバイス作
製の条件等を最適化して、特性バラつきの少ない高移動度デバイスの開発に取り組む予定である。 
 

【結論】本研究では、CVD合成単層グラフェンの 4inch大面積デバイスの作製に成功した。 
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Fig.1 Picture of back-gate type 4 inch Graphene 
FET devices (SiO2 = t 100nm) . 

Fig.2 I-V curve for graphene FET device 
analyses through van der pauw method at room 
temperature. (Drain voltage 100mV, device size 
□200μm) 
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